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Fig. 6

(57) Abstract: The invention relates to a device for depositing an epitaxial layer on a front side of a semiconductor wafer with an
orientation notch, comprising a unit for holding and rotating a susceptor with a susceptor support shaft and susceptor support arms; and
a ring, which is held by the susceptor support arms and has inwardly pointing protrusions; and the susceptor, comprising a susceptor
ring with a support face for supporting the semiconductor wafer in the edge region of a rear side of the semiconductor wafer and a
stepped outer delimitation of the susceptor ring, which delimitation is adjacent to the support face, the support face having an inwardly
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pointing protrusion.

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung zum Abscheiden einer epitaktischen Schicht auf einer Vorderseite einer Halbleiterscheibe mit
Orientierungskerbe, umfassend eine Einrichtung zum Halten und Drehen eines Suszeptors mit einer Suszeptor-Tragwelle und Suszep-
tor-Tragarmen; und einen Ring, der von den Suszeptor-Tragarmen gehalten wird und nach innen weisende Vorspriinge aufweist, und
den Suszeptor, umfassend einen Suszeptoring mit einer Ablagefléche zum Ablegen der Halbleiterscheibe im Randbereich einer Riick-
seite der Halbleiterscheibe und eine an die Ablageflache angrenzende stufenférmigen duBere Begrenzung des Suszeptorrings, wobei
die Ablagefliche einen nach innen weisenden Vorsprung aufweist.



